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Seat No. ___________    Enrolment No.: _____________ 

Gujarat Technological University 
Diploma Engineering C to D Bridge Course Examination 

Subject Code: C3322401 Date:08-06-2015 

Subject Name: Basic Electronic Circuit 

Time: 10:30 am to 12:00 pm Total Marks: 70 

Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make suitable assumption wherever necessary. 

3. Each question is of 1 mark. 

4. Use of SIMPLE CALCULATOR is permissible. (Scientific/Higher Version not allowed) 

5. English version is authentic. 

No. Question Text and Option.  પ્ર� અરે િવકલ. 

1. 

A semiconductor is formed by........ Bonds. 

A. covalent B. electrovalent 

C. co-ordinate D. none of the above 

૧. 

સઅમીિંડક્ટ ……….બધં થી બ અ છઅ 

A. િલ અલઅન્  B. ઈલઅક્લ અલવન્  

C. િલ-ઓડ� અ્  D. આમાથી એિરકણ  હ�  

2. 

A semiconductor has generally  ........valence electrons. 

A. 2 B. 0 

C. 4 D. 6 

૨. 

સઅમીિંડક્ટ  અ ……….  અલવસ  ઈલઅક્લ  હલય છઅ.  

A. 2 B. 0 

C. 4 D. 6 

3. 

The most commonly used semiconductor is........ 

A. germanium B. Silicon 

C. carbon D. Sulphur 

૩. 

સામાનયટ��અ.......સઅમીિંડક્ટ  કટાય છઅ  

A. જમ� ીયમ B. સીલીિલ  

C. િાબર   D. સવ્ટ 

4. When a pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, it becomes ........ 
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A. an insulator B. an intrinsic semiconductor 

C. p-type semiconductor D. n-type semiconductor 

૪. 

 �યાટ� કવ્ા અલવન્ ઈમ્પટ્�્� ચલખાસઅમીિંડક્ટ મા ઉમઅટ ામા આ અ તયાટ� �અ.....બ અ છઅ  

A. �સપલ્અ્ટ B. ઇનસ્ટસ્�િ સઅમીિંડક્ટ 

C. p- ્ાઈક સઅમીિંડક્ટ D. n-ર્ાઈક સઅમીિંડક્ટ  

5. 

A trivalent impurity has........ Valence electrons. 

A. 4 B. 6 

C. 5 D. 3 

૫. 

્ાઈ અલવન્ ��ધ્ધીમા …….  અલવનસ ઈલઅક્લ  હલય છઅ 

A. 4 B. 6 

C. 5 D. 3 

6. 

The leakage current across a pn junction is due to........ 

A. minority carriers B. majority carriers 

C. junction capacitance D. none of the above 

૬. 

pnરજિંશ  માથી કસાટ થ�લ લીિ�જ િટં્..... અ આભાટ� છઅ. 

A. માઈ લટ�્� િ�ટ�યટ B. મઅજલટ�્� િ�ટ�યટ 

C. જકંશ  િ�કઅસી્ંસ D. આમાથી એિકણ  હ� 

7. 

A zener diode has........ 

A. one pn junction B. Two  pn junction 

C. Three  pn junction D. four pn junction 

૭. 

ઝઅ ટ ડાયલડ  અ......હલય છઅ 

A. એિ pnરજિંશ  B. બઅ  pnરજિંશ  

C. તણ  pnરજિંશ  D. ચાટ pnરજિંશ  

8. 

A zener diode is used as........ 

A. an amplifier B. a voltage regulator 

C. a rectifier D. a multivibrator 

૮. 

ઝઅ ટ ડાયલડ......�ટ�િ�  કટાય છઅ 

A. એમ્લી્ાયટ B.  લવ �્જ ટ�ગપલ્અ્ટ 

C. ટ�ક્�્ાયટ D. �વ્્� ાઈઈઅ્ટ  

9. 

The ripple factor of a half-wave rectifier is........ 

A. 2 B. 1.21 

C. 2.5 D. 0.48 

૯. 

હા્ અ  ટ�ક્�્ાયટ  લ ટ�કલ �્ક્ટ.....છઅ. 

A. 2 B. 1.21 

C. 2.5 D. 0.48 
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10. 

The maximum efficiency of a half-wave rectifier is ........... 

A. 40.6% B. 81.2% 

C. 50% D. 25% 

૧૦. 

હા્ અ રટ�ક્�્ાયટર ી મહ�મ એ્�સીયનસી ……હલય છઅ. 

A. 40.6% B. 81.2% 

C. 50% D. 25% 

11. 

The reverse current in a diode is of the order of........ 

A. kA B. mA 

C. μA D. A 

૧૧. 

ડાયલડ માકસાટ થ�લ લીિ�જ િટં્ ……. �્લલ હલય છઅ.  

A. kA B. mA 

C. μA D. A 

12. 

The forward voltage drop across a silicon diode is about........ 

A. 2.5 V B. 3 V 

C. 10 V D. 0.7 V 

૧૨. 

સીલીિલ  ડાયલડ મા ્લ રડર  લવ �્જ.....હલય છઅ. 

A. 2.5 V B. 3 V 

C. 10 V D. 0.7 V 

13. 

A zener diode is always .......... connected. 

A. reverse B. forward 

C. either reverse or forward D. none of the above 

૧૩. 

ઝઅ ટ ડાયલડ  અ હમઅશા......મા િ અિ્ િટાય છઅ 

A. ટ� શર  B. ્લ રડર 

C. રટ� શર �થ ા ્લ રડર D. એિ કણ ટ��અ  હ�. 

14. 

The varactor is usually 

A. forward-biased B. reverse-biased 

C. unbiased D. in the breakdown region 

૧૪. 

 અટ�ક્ટ સામાનય ટ��અ. .... .હલય છઅ.  

A. ્લ રડર.બાયસ B. ટ� શર બાયસ 

C. � બાયસ D. ઈઅકડાઉ  ટ�ઝીય  મા 

15. 

A photo-diode is normally 

A. forward-biased B. reverse-biased 

C. unbiased D. in the breakdown region 

૧૫. 
્લ્લ ડાયલડ સામાનય ટ��અ. .... .હલય છઅ. 

A. ્લ રડર.બાયસ B. ટ� શર બાયસ 
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C. � બાયસ D. ઈઅકડાઉ  ટ�ઝીય  મા 

16. 

Varactor diode is sometimes called..... 

A. Voltage controlled capacitor B. Voltage controlled inductor 

C. Current controlled capacitor D. Current controlled inductor. 

૧૬. 

 અટ�ક્ટ ડાયલડ અ ઘણી  ખ�.....િહ� ાય છઅ.  

A.  લવ �્જ િં્લવડ િ�કઅસી્ટ B.  લવ �્જ િં્લવલડ �ડક્ટ  

C. િટં્ િં્લવલડ િ�કઅસી્ટ  D. િટં્ િં્લવલડ �ડક્ટ 

17. 

A tunnel diode is always operated in..... 

A. Exponential region  B. Linear region 

C. Positive resistance region D. negative resistance region 

૧૭. 

્ લ ડાયલડ હમઅશા.....મા િાયર િટ� છઅ.  

A. એક્કલ વશીયલ ટ�ઝીય  B. લી ીયટ ટ�ઝીય  

C. કલઝી્�  ટ�ઝીસ્ંસ ટ�ઝીય  D.  અગઅ્�  ટ�ઝીસ્ંસ ટ�ઝીય  

18. 

In a photo diode, reverse current increases when... 

A. Light is constant. B. Temperature is increases  

C. Junction is exposed to light. D. Reverse resistance decreases 

૧૮. 

્લ્લડાયલડમા ટ� શર  િટં્  ધઅ છઅ, �યાટ�...... 

A. પિાશ �ચળ હલય. B. �ાકમા   ધ� ્હલય 

C. જકંશ  કટ પિાશ કાડ ામા આ અ. D. ટ� શર ટ�ઝીસ્ંસ ઘ �્  

19. 

Which among the following is not true about LED? 

A. Low operating voltage  B. Fast on-off switching 

C. Longer life (more than 20 years) D. High power rating. 

૧૯. 

 ીચઅ ા માથી � ્LEDરમા �્ સા� ્ થી. 

A. ઓછા ઓકટ�્ટગ  લવ �્ઝ  B. ઝડકી.ઓ -ઓ્.સ ીચટગ 

C.  ધાટ� લાઈ્(20 ષર િટ�ા ધાટ�)  D.  ધાટ� કા ટ ટ�્ટગ  

20. 

Which among the following is not application of LED? 

A. Seven-segment display. B. As a power indicator. 

C. Light decoration D. As Amplifier.  

૨૦. 

 ીચઅ ા માથી િઈ  ી ઉકયલગી�ા  થી. 

A. સઅ  -સઅગમઅન  ્ડ�સ્લઅ B. કા ટ �નડ�િ�્ટ �ટ�િ�  

C. લાઈ્ ડ�િલટ�શ  મા D. એમ્લી્ાયટ �ટ�િ�.  

21. 

Light-emitting diodes are made from..... 

A. Silicon B. Carbon 

C. Germanium D. Gallium phosphide 

૨૧. લાઈ્ ઈમી્ટગ ડાયલડ.... ા બ અલા હલય છઅ 
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A. સીલીિલ  B. િાબર   

C. જમ� ીયમ D. ગઅલીયમ્લસ્ાઈડ  

22. 

In the breakdown region, a zener diode behaves like a ......... source 

A. constant voltage B. constant current 

C. constant resistance D. none of the above 

૨૨. 

ઈઅિ ડાઉ  ટ�ઝીય  મા ઝઅ ટ ડાયલડ ..... .સલશરર�ટ�િ�ર �� છઅ.  

A. િ�સ્ં્  લવ �્જ B. િલનસ્ં્ િટં્  

C. િલનસ્ન્ ટ�ઝીસ્ં્ D. આમાથી એિ કણ  હ�.  

23. 

The element that has the biggest size in a transistor is....... 

A. collector B. base 

C. emitter D. collector-base junction 

૨૩. 

્ાઝંીસ્ટ મારમલ્ામ મલ્� સાઈઝ...... ી.હલય છઅ. 

A. િલઅક્ટ B. બઅઝ 

C. એમી્ટ D. િલઅ્ટ બઅઝ જકંશ   

24. 

The input impedance of a transistor is...... 

A. high B. Low 

C. very high D. almost zero 

૨૪. 

્ાઝંીસ્ટ  લ �ન્્્  ઈમકીડંશ......હલય છઅ.  

A.  ધાટ� B. ઓછલ 

C. બ�્  ધાટ� D. લગભગ �ન્ય  

25. 

In a transistor........ 

A. IC = IE + IB  B. IB = IC + IE 

C. IE = IC − IB D.  IE = IC + IB 

૨૫. 

્ાઝંીસ્ટ મા....  

A. IC = IE + IB  B. IB = IC + IE 

C. IE = IC − IB D.  IE = IC + IB 

26. 

The value of α of a transistor is........ 

A. more than 1 B. less than 1 

C. 1 D. none of the above 

૨૬. 

્ાનંઝીસ્ટ મા α  ી િ�મ�...હલય છઅ. 

A. એિ િટ�ા  ધાટ� B. એિ િટ�ા એિ િટ�ા ઓછ� 

C. 1 D. એિ કણ  હ�. 

 

27. 
IC = α IE +......... 

A. IB  B. ICEO 
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C. ICBO  D. β IB 

૨૭. 

IC = α IE +......... 

A. IB  B. ICEO 

C. ICBO  D. β IB 

28. 

In a transistor, IC = 100 mA and IE =100.5 mA.  The value of β is........ 

A. 100 B. 50 

C. 1 D. 200 

૨૮. 

્ાઝંીસ્ટ મા IC = 100 mA � અ IE =100.5 mA છઅ. �લ  β  ી િ�મ�...છઅ  

A. 100 B. 50 

C. 1 D. 200 

29. 

The relation between β and α is........ 

A. β = 1
1−α

 B. β =1 −𝛼𝛼
𝛼𝛼

 

C. β = 𝛼𝛼
1−𝛼𝛼

 D. β = 𝛼𝛼
1+𝛼𝛼

 

૨૯. 

β � અ α  ચઅ  લ સબધં....છઅ. 

A. β = 1
1−α

 B. β =1 −𝛼𝛼
𝛼𝛼

 

C. β = 𝛼𝛼
1−𝛼𝛼

 D. β = 𝛼𝛼
1+𝛼𝛼

 

30. 

The most commonly used transistor arrangement is........ Arrangement. 

A. common emitter B. common base 

C. common collector D. none of the above 

૩૦. 

સામાનય.ટ��અ.......્ાઝંીસ્ટ. ી.ગલઠ ણ. કટાય છઅ.  

A. િલમ  એમી્ટ. B. િલમ  બઅઝ 

C.  િલમ  િલઅક્ટ D. એકકણ  હ�.  

31. 

The phase difference between the input and output voltages in a common base 

arrangement is......... 

A. 180º B. 90º 

C. 270º D. 0º 

૩૧. 

િલમ  બઅઝ ગલઠ ણ મા ઈ ્્્  � અ આઉ્્્્   ચઅ. લ �્ઝ  લ �્ા �....હલય છઅ. 

A. 180º B. 90º 

C. 270º D. 0º 

32. 

The power gain of a transistor connected in....... arrangement is the highest. 

A. common emitter B. common base 

C. common collector D. none of the above 

૩૨. 

સૌથી  ધાટ� કા ટ ગઅઈ .....ગલઠ ણ મા હલય છઅ 

A. િલમ  એમી્ટ. B. િલમ  બઅઝ 

C.  િલમ  િલઅક્ટ D. એકકણ  હ�.  
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33. 

The voltage gain of a transistor connected in........ arrangement is the highest. 

A. common base B. common collector 

C. common emitter D. none of the above 

૩૩. 

સૌથી  ધાટ�  લવ �્જ ગઅઈ .....ગલઠ ણ મા હલય છઅ 

A. િલમ  એમી્ટ. B. િલમ  બઅઝ 

C.  િલમ  િલઅક્ટ D. એકકણ  હ�.  

34. 

If the value of α is 0.9, then value of β is........ 

A. 9 B. 0.9 

C. 900 D. 90 

૩૪. 

α  ીિ�મ�  0.9 હલય, β ી િ�મ�....હશઅ. 

A. 9 B. 0.9 

C. 900 D. 90 

35. 

In a transistor, signal is transferred from a........ Circuit. 

A. high resistance to low resistance B. low resistance to high resistance 

C. high resistance to high resistance D. low resistance to low resistance 

૩૫. 

્ાઝંીસ્ટ મા સીગ લ..........�ટ  ્્ાસં્ટ થાય છઅ. 

A.  ધાટ� ટ�ઝીસ્ંસ માથી ઓછા ટઝીસ્ંસ �ટ્  B. ઓછારટ�ઝીસ્ંસ માથી  ધાટ� 

ટઝીસ્ંસ �ટ્ 

C.  ધાટ� ટ�ઝીસ્ંસ માથી  ધાટ� ટઝીસ્ંસ �ટ્ D. ઓછારટ�ઝીસ્ંસ માથી ઓછા 

ટઝીસ્ંસ �ટ્ 

36. 

The leakage current in CE arrangement is ...... that in CB arrangement 

A. more than B. less than 

C. the same as D. none of the above 

૩૬. 

CE ગલઠ ણ મારCB ગલઠ ણ િટ�ા લીિ�જ િટં્.....હલય છઅ. 

A.  ધાટ� B. ઓછલ 

C. સટખલ D. આમાથી એિ કણ  હ�.  

37. 

The collector-base junction in a transistor has........ 

A. forward bias at all times B. reverse bias at all times 

C. low resistance D. none of the above 

૩૭. 

્ાઝંીસ્ટ � ્િલઅક્ટ-બઅઝ જકંશ ....હલય છઅ. 

A. બધી ખ�અ ્લ રડર બાયસ.  B. બધી  ખ�અ ટ� શર બાયસ. 

C. ઓછલ ટ�ઝીસ્ંસ D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

38. 

In a transistor if β = 100 and collector current is 10 mA, then IE is........ 

A. 100 mA B. 100.1 mA 

C. 110 mA D. none of the above 
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૩૮. 

જલ ્ાનંઝીસ્ટ  લ β = 100� અ િલઅક્ટ િટં્ 10 mA �લ IE=...... 

A. 100 mA B. 100.1 mA 

C. 110 mA D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

39. 

For faithful amplification by a transistor circuit, the value of VBE should .......... for a 

silicon transistor. 

A. be zero B. be 0.01 V 

C. not fall below 0.7 V D. be between 0 V and 0.1 V 

૩૯. 

ભટલસાકાત એમ્લી્�િ�શ  મા �્રVBEર ી િ�મ� સીલીિલ  ્ાઝંીસ્ટ મા �્....હલ ી જલઈએ.  

A. ૦ B.  0.01 V 

C. 0.7 V થી ઓછ�  હ� D. 0 V � અ 0.1 V  ી  ચઅ.  

40. 

An ideal value of stability factor is........ 

A. 100 B. 200 

C. more than 200 D. 1 

૪૦. 

 સ �્બીલી્� �્ક્ટ મા �્ ી આદશર િ�મ�....છઅ. 

A. 100 B. 200 

C. 200 િટ�ા  ધાટ� D. 1 

41. 

If the maximum collector current due to signal alone is 3 mA, then zero signal collector 

current should be at least equal to......... 

A. 6 mA B. 1.5 mA 

C. 3 mA D. 1 mA 

૪૧. 

એિલા સીગ લ  અ લીધઅ મહ�મ િલઅક્ટ િટં્ 3 mA છઅ �લ ઓછા મા ઓછલ ઝીટલ ેસગ લ 

િલઅક્ટ િટં્.........હલ લ.જલઈએ.  

A. 6 mA B. 1.5 mA 

C. 3 mA D. 1 mA 

42. 

The operating point is also called the........ 

A. cut off point B. quiescent point 

C. saturation point D. none of the above 

૪૨. 

ઓકટ�્ટગ કલ�ન્  અ....કણ િહ� ાય છઅ. 

A. િ્ ઓ્ કલ�્ B. ક ાઈસં્  કલ�ન્  

C. સઅ�પ્ટ્�શ  કલ�ન્ D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

43. 

For proper amplification by a transistor circuit, the operating point should be located 

at........ Of the d.c. load line. 

A. the end point B. middle 

C. the maximum current point D. none of the above 

૪૩. ્ાનંઝીસ્ટ સિ�્  ડ�  ા સટખા એમ્લી્�િ�શ  મા �્ ઓકટ�્ટગ કલ�્ ડ�.સી.લલડ લાઈ  
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મા................કટ હલ� ્જલઈએ. 

A. છઅડા.કટ B.  ચઅ 

C. મહ�મ િટં્ કલ�્ કટ D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

44. 

The disadvantage of voltage divider bias is that it has........ 

A. high stability factor B. low base current 

C. many resistors D. none of the above 

૪૪. 

 લવ �્જ ડ� ાઈડટ બાયસ  લ ગઅટ્ાયદલ.......છઅ. 

A.  ધાટ� સ �્બીલી્� �્ક્ટ B. ઓછલ બઅઝ િટં્ 

C. ઘણાબધા ટસીસ્ટ  D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

45. 

Thermal runaway occurs when........ 

A. collector is reverse biased B. transistor is not biased 

C. emitter is forward biased D. junction capacitance is high 

૪૫. 

થમરલ ટ -� અ થાય છઅ �યાટ�......... 

A. િલઅક્ટ ટ� સર બાયસ મા હલય તયાટ� B. ્ાઝંીસ્ટ બાયસ મા   હલય તયાટ�. 

C. એમી્ટ ્લ રડરરબાયસ મા હલય તયાટ� D. જકંશ  િ�કઅસી્ંસ  ધાટ� હલય તયાટ�  

46. 

The purpose of resistance in the emitter circuit of a transistor amplifier is to........... 

A. limit the maximum emitter current B. provide base-emitter bias 

C. limit the change in emitter current D. none of the above 

૪૬. 

્ાઝંીસ્ટ એમ્લી્ાયટ  ી એમી્ટ સિ�્ મા ા  ટઝીસ્ટ  લ હ��.્.... .છઅ.  

A. મહ�મ એમી્ટ િટં્ અ લીમી્ મા ટાખ ા.  B. બઅઝ-એમી્ટ બાયસ ્�્્ કાડ ા. 

C. એમી્ટ િટં્  ા �્ટ્ાટ  અ લીમી્ મા ટાખ ા. D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

47. 

In a transistor amplifier circuit, VCE = VCB +........... 

A. VBE  B. 2 VBE 

C. 1.5 VBE D. none of the above 

૪૭. 

્ાઝંીસ્ટ એમ્લી્ાયટ સિ�્ મા VCE = VCB +........... 

A. VBE  B. 2 VBE 

C. 1.5 VBE D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

48. 

In a base resistor method, if the value of β changes by 50, then collector current will 

change by a factor of........ 

A. 25 B. 50 

C. 100 D. 200 

૪૮. 

બઅઝ-ટઝીસ્ટ ટ�� મા જલ β મા 50  લ �્ટ્ાટ થાય �લ િલઅક્ટ િટં્ મા...... �્ક્ટ  લ �્ટ્ાટ 

થશઅ. 

A. 25 B. 50 

C. 100 D. 200 
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49. 

The stability factor of a collector feedback bias circuit is........ that of base resistor bias. 

A. the same as B. more than 

C. less than D. none of the above 

૪૯. 

િલઅક્ટ ્�ડબઅિ બાયસ સિ�્  લ સ �્બીલી્�   �્ક્ટરબઅઝ-ટઝીસ્ટ બાયસ િટ�ા........હલય.છઅ. 

A. સટખલ. B.  ધાટ� 

C. ઓછલ D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

50. 

The stabilisation of operating point in potential divider method is provided by ........ 

A. RE consideration B. RC consideration 

C. VCC consideration D. none of the above 

૫૦. 

કલ �્શીયલ ડ� ાઈડટ ટ��.મા ઓકટ�્ટગ કલ�્ � ્સ �્બીલાઈઝઅશ ........દાટાર્�્્ કાડ ામા 

આ અ છઅ. 

A. RE િંસીડટ�શ . B. RC િંસીડટ�શ . 

C. VCC િંસીડટ�શ . D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

51. 

When the temperature changes, the operating point is shifted due to........ 

A. change in ICBO B. change in VCC 

C. change in the values of circuit 

resistances 

D. none of the above 

૫૧. 

�યાટ� �ાકમા  મા �્ટ્ાટ થાય છઅ �લ ઓકટ�્ટગ કલ�્. .......... અ લીધઅ ખસઅ છઅ  

A. ICBO મા �્ટ્ાટ B. VCC મા �્ટ્ાટ  

C. સિ�્  ા ટઝીસસ્નસ મા �્ટ્ાટ D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

52. 

The value of stability factor for a base-resistor bias is ........ 

A. RB (β + 1) B. (β + 1) RC 

C. (β + 1) D. 1ર−રβ 

૫૨. 

બઅઝ-ટ�ઝીસ્ટ ટ�� મા સ �્બીલી્� �્ક્ટ  ી િ�મ�......છઅ. 

A. RB (β + 1) B. (β + 1) RC 

C. (β + 1) D. 1ર−રβ 

53. 

A silicon transistor is biased with base resistor method.  If β = 100, VBE = 0.7 V, zero 

signal collector current  IC = 1 mA and VCC = 6 V, what is the value of base resistor 

RB ? 

A. 105 kΩ  B. 530 kΩ 

C. 315 kΩ  D. none of the above 

૫૩. 

સીલીિલ .્ાઝંીસ્ટ અ.બઅઝ-ઝ�સ્ટ. ી.ટ��.થી.બાયસ.િટ ામા.આવયલ.છઅ.જલ β = 100, VBE = 0.7 

V, ઝીટલ-સીગ લ.િલઅક્ટ.િટં  ્IC = 1 mA � અ VCC = 6 V છઅ �લ બઅઝ ટ�ઝીસ્ટ  ી િ�મ� 

શલધલ.  

A. 105 kΩ  B. 530 kΩ 
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C. 315 kΩ  D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

54. 

In voltage divider bias, VCC = 25 V; R1 =10kΩ; R2 = 2.2kΩ  ;RC = 3.6kΩ and RE =1 kΩ. 

What is the emitter voltage? 

A. 6.7 V B. 5.3 V 

C. 4.9 V D. 3.8 V 

૫૪. 

 લવ �્જ ડ� ાઈડટ બાયસ મા VCC = 25 V; R1 =10kΩ; R2 = 2.2kΩ ;RC = 3.6kΩ � અRE =1 

kΩ છઅ. �લ એમી્ટ  લવ �્જ � ્હશઅ? 

A. 6.7 V B. 5.3 V 

C. 4.9 V D. 3.8 V 

55. 

In voltage divider bias, operating point is 3 V, 2 mA.  If VCC = 9 V, RC = 2.2 kΩ, 

what is the value of RE ? 

A. 2000 Ω  B. 1400 Ω 

C. 800 Ω  D. 1600 Ω 

૫૫. 

 લવ �્જ ડ� ાઈડટ બાયસ મા ઓકટ�્ટગ કલ�્ 3 V, 2 mA છઅ. જલ VCC = 9 V, RC = 2.2 kΩ, 

�લ  ી RE િ�મ� � ્હશઅ? 

A. 2000 Ω  B. 1400 Ω 

C. 800 Ω  D. 1600 Ω 

56. 

The circuit that provides the best stabilisation of operating point is.......... 

A. base resistor bias B. collector feedback bias 

C. potential divider bias D. none of the above 

૫૬. 

 ીચઅ ા માથી િઈ સિ�્ ઓકટ�્ટગ કલ�ન્ � ્સાટા મા સા�્ સ �્બીલાઈઝઅશ  આકઅછઅ 

A. બઅઝ-ઝ�સ્ટ બાયસ B. િલઅક્ટ-્�ડબઅિ બાયસ 

C. કલ �્નસીયલ ડ� ાઈડટ બાયસ D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

57. 

The disadvantage of base resistor method of transistor biasing is that it........ 

A. is complicated B. is sensitive to changes in β 

C. provides high stability D. none of the above 

૫૭. 

્ાઝંીસ્ટ બાયસટગ મા �્  ી બઅઝ ટઝીસ્ટ ટ��  લ ગઅટ્ાયદલ.....છઅ. 

A. �ઘટ�.છઅ. B. βરમા �્ટ્ાટ થી સઅનસી્�  છઅ. 

C.  ધાટ� સ �્બીલી્� ્ટ્� કાડ� છઅ. D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

58. 

The base resistor method is generally used in......... 

A. amplifier circuits B. switching circuits 

C. rectifier circuits D. none of the above 

૫૮. 

સામાનય ટ��અ  બઅઝ ટઝીસ્ટ  ી.ટ��......મા ઉકયલગી છઅ. 

A. એમ્લી્ાયટ સિ�્ B. સ ીચટગ સિ�્  

C. ટ�ક્�્ાયટ સિ�્ D. આમાથી એિ કણ  હ�. 
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59. 

In an unregulated power supply, if load current increases, the output voltage........... 

A. remains the same B. decreases 

C. increases D. none of the above 

૫૯. 

� ટ�ગપલ્અ �્ડ કા ટ સ્લાય,જલ.લલડ િટં્  ધઅ �લ આઉટ્્્ . લવ �્જ......  

A. સટખલ જ ટહ�. B. ઘ �્ 

C.  ધઅ. D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

60. 

A zener diode is used as a ............ voltage regulating device. 

A. shunt B. series 

C. series-shunt D. none of the above 

૬૦. 

ઝઅ ટ ડાયલડ...... લવ �્ઝ ટ�ગપલ્અ્ટગ ડ� ાઈસ �ટ�િ� ઉકયલગી છઅ. 

A. શં્  B. સીટ�ઝ 

C. સીટ�ઝ- શં્  D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

61. 

A zener voltage regulator is used for ............load currents. 

A. high B. very high 

C. moderate D. small 

૬૧. 

ઝઅ ટ  લવ �્જ ટ�ગપલ્અ્ટ.........લલડ િટં્ મા �્ ઉકયલગી છઅ.  

A.  ધાટ� B. ઘણલ. ધાટ� 

C. મલડટ�્  D. ઓછલ 

62. 

A certain regulator has a no-load voltage of 6 V and a full-load output of 5.82 V.  What 

is the load regulation? 

A. 3.09 % B. 2.87 % 

C. 5.72 % D. none of the above 

૬૨. 

િલઈ ટ�ગપલ્અ્ટ  અ  લ-લલડ લવ �્જ 6 V � અ�લ લલડઆઉટ્્્   લવ �્જ 5.82 Vરછઅ.�લ લલડ 

ટ�ગપલ્અશ  િ�્� ્છઅ 

A. 3.09 % B. 2.87 % 

C. 5.72 % D. none of the above 

63. 

In a loaded zener regulator, which is the largest zener current ? 

A. series current B. zener current 

C. load current D. none of the above 

૬૩. 

લલડ�ડ ઝઅ ટ ટ�ગપલ્અ્ટ મા �્ સૌથી  ધાટ� �લ િટં્ છઅ. 

A. સીટ�ઝ.િટં્  B. ઝઅ ટ િટં્ 

C. લલડ િટં્ D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

64. 

If the load resistance decreases in a zener regulator, then zener current............. 

A. decreases B. stays the same 

C. increases D. none of the above 
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૬૪. 

ઝઅ ટ ટ�ગપલ્અ્ટ મા �્ લલડ ટ�સીસ્ંસ ઘ �્ �લ ઝઅ ટ િટં્......  

A. ઘ �્ B. સટખલ ટહ� 

C.  ધઅ. D. આમાથી એિ કણ  હ�. 

65. 

A power supply has a voltage regulation of 1 %.  If the no-load voltage is 20 V, what is 

full-load voltage? 

A. 20.8 V B. 15.7 V 

C. 18.6 V D. 17.2 V 

૬૫. 

કા ટ સ્લાય  અ  લવ �્જ ટ�ગપલ્અશ  1% છઅ.જલ  લ લલડ  લવ �્જ 20 લવ્ હલય,�લ �લ લલડ 

 લવ �્જ િ�્લા હશઅ 

A. 20.8 V B. 15.7 V 

C. 18.6 V D. 17.2 V 

66. 

Two similar 15 V zener diodes are connected in series.  What is the regulated output 

voltage? 

A. 15 V B. 7.5 V 

C. 30 V D. 45 V 

૬૬. 

બઅ સટખા ઝઅ ટ ડાયલડ  અ સીટ�સ મા જલડ�લા છઅ �લ ટ�ગપલ્અ �્ડ આઉટ્્્  િ�્� ્હશઅ 

A. 15 V B. 7.5 V 

C. 30 V D. 45 V 

67. 

Among the following is not a basic type of IC voltage regulator 

A. Fixed positive voltage regulators B. Fixed current voltage regulator. 

C. Fixed negative voltage regulators D. Adjustable voltage regulators 

૬૭. 

આમાથી �લ �ળ્��ૂ IC  લવ �્જ ટ�ગપલ્અ્ટ  લ પિાટ  થી. 

A. ્�કસડ કલઝી્�   લવ �્જ ટ�ગપલ્અ્ટ B. ્�કસડ િટં્  લવ �્જ ટ�ગપલ્અ્ટ 

C. ્�કસડ  અગઅ્�   લવ �્જ ટ�ગપલ્અ્ટ D. એડ્સ �્બલ  લવ �્જ ટ�ગપલ્અ્ટ 

68. 

Which IC regulator provides a fixed positive +12 output voltage? 

A. 7805 B. 7910 

C. 7812 D. 7912 

૬૮. 

 ીચઅ ા માથી � ્ICરટ�ગપલ્અ્ટ ્�કસડ આઉટ્્્  +12  લવ �્જ આકઅછઅ. 

A. 7805 B. 7910 

C. 7812 D. 7912 

69. 

Which IC regulator provides a fixed negative -5 output voltage? 

A. 7805 B. 7812 

C. 7850 D. 7905 

૬૯. 
 ીચઅ ા માથી � ્ICરટ�ગપલ્અ્ટ ્�કસડ આઉટ્્્  -5  લવ �્જ આકઅછઅ. 

A. 7805 B. 7812 
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C. 7850 D. 7905 

70. 

Which IC regulator is an Adjustable Voltage Regulator?  

A. LM317 B. RC 4195 

C. LM7412 D. RC4199 

૭૦. 

 ીચઅ ા માથી � ્ICરટ�ગપલ્અ્ટ એડ્સ �્બલ  લવ �્જ ટ�ગપલ્અ્ટરછઅ. 

A. LM317 B. RC 4195 

C. LM7412 D. RC4199 

 

************** 
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